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(57) Abstract: The invention relates to a radiation-emitting thin- film semiconductor chip comprising an epitaxial multilayer smic- 
^0 ture (12) that contains an active, radiation-generating layer (14) and is provided with a first main surface (16) and a second main 
surface (18) which faces away from the first main surface and is used for decoupling ibe radiation generated in the active, radi- 
fs| a tion- generating layer. Additionally, the first main surface (16) of the multilayer structure (12) is coupled to a reflective layer or 
interface while the area (22) of the multilayer structure, which borders the second main surface (18) of the multilayer structure, is 
one-dimensionally or two-dimcnsionally structured with convex elevations (20)- 
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(57) Zusammenfassung? Die Erfindung offenban cincn sirchlungsemiuiercndcn IMinnschichi-Halbleiterchip mil ciner cpitakti- 
schen Mehrscbichtsirukiur (.12), die eine akiive. sirahtungscrzeugendc ScKicht (14) emhalt und eine erste Hauptflache (16) und cine 
der ersten Haupfflache abgewandte zweitc Hauplfltichc (18) fcom Aoskoppeln dcr in dcr akliven, sirahlungserzcigciiden Schichl er- 
zeugten Strahlung aulweist. Weiter ist die erne Hauptflachc (16) der Mehrechichrstroktur ( 12) mit ciner refiektferenden Schichl 
bfcw. GrenzflSche gekoppelt, und der an die zweitc Hauptfliichc (1 8) der tvfehrschichtstruktur angrenzende Bereich (22) der Mehr- 
schichtsirukttrr ist ein- oder zweidimensional mit konvexen Hrhebungen (26) stniktuneri ist. 


